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Technische Parameter

Flugzeit-Massenspektrometer:
ION-TOF 5

Primarstrahl (Analysequelle):
Flissigmetallionenquelle (Wismut)

Bi1, Biz und Bié”r lonen

Sputterquellen: O und Cs

Detektiertes Signal: Sekundarionen

Detektierte Elemente: H- U
Lateralauflosung: 200 nm (Imaging)
Tiefenauflosung: 1 — 3 nm (Tiefenprofile)
Nachweisempfindlichkeit:

10° - 100 at/cm? (sub-monolage)
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Einsatzgebiete

« Oberflachen-Mikroanalyse von
organischen und anorganischen
Materialien (Elementverteilung)

« Tiefenprofilanalyse von Dotanden
und Verunreinigungen

« chemische Zusammensetzung
dunner Schichten
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